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(57)  Zatacznik przeptywu pradu sktadajacy sie ze
zrédta pradu, styku zalgczajacego, styku wyta-
czajacego, opornikow, tranzystorow i odbiornika
pradu charakteryzuje sie tym, ze po zwarciu
styku (SW1), przeptywajacy przez opornik (R1)
prad polaryzuje baze tranzystora (T2) wymu-
szajgc przeptyw pradu przez opornik (R2), co
jest przyczyng polaryzacji baty tranzystora (T1),
skutkiem czego po otwarciu styku (SW1) prad
w dalszym ciggu przeptywa przez opornik (R1),
co przy spolaryzowanej bazie tranzystora (T2)
wymusza przeptyw pradu przez odbiornik (R3),
przy czym zwarcie styku (SWO) znosi polary-
zacje bazy tranzystora (T1) i odcina przeptyw
pradu ze zrédta (BAT) do odbiornika (R3). =
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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy uktad zataczania przeptywu pradu stosowany,
zwlaszcza do zasilania niewielkich urzadzen przenosnych z baterii.

Znane sg dotychczas zespoty zalgczajace o skomplikowanej budowie, wyposazone w mechaniczne
styki, czesto zawodne, o duzych przemieszczeniach elementéw mechanicznych. Znane sa tez i stosowane
uktady zatgczajgce sensorowe o duzym stopniu komplikacji lub o duzym upakowaniu elementéw.

Istotg tranzystorowego uktadu zataczania przeptywu pradu wedtug wynalazku, sktadajgcego sie
ze zrédta pradu, styku zataczajacego, styku wytaczajgcego, opornikéw, tranzystoréw i odbiornika pra-
du jest to, ze emiter tranzystora pierwszego potaczony jest z pierwszym koncem zrodta pradu, jego
kolektor potaczony jest z bazg tranzystora drugiego i poprzez opornik pierwszy jest potaczony z dru-
gim koncem zrddia pradu, baza tranzystora pierwszego potaczona jest z kolektorem tranzystora dru-
giego i poprzez opornik drugi z pierwszym koncem zrédta pradu, odbiornik jest wigczony pomiedzy
emiter tranzystora drugiego i drugi koniec zrédta pradu, za$ styk zataczajacy taczy pierwszy koniec zrédia
pradu z baza tranzystora drugiego, a styk wytaczajacy taczy pierwszy koniec zrédia pradu z baza, tranzy-
stora pierwszego.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze zapewnia przeptyw pradu w trudnych warunkach
atmosferycznych bez koniecznosci rozbudowywania zespotéw zataczajagcych i stykowych.

Wynalazek zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania na schematycznym rysunku.

Tranzystorowy uktad zatgczania przeptywu pradu wedtug wynalazku sklada sie ze zrodta pradu
BAT, styku zatgczajacego SW1, styku wylgczajagcego SWO opornikow R1, R2, tranzystoréw T1, T2
i odbiornika pradu R3. Emiter tranzystora T1 potaczony jest z pierwszym koncem zrédta pradu BAT.
Jego kolektor potaczony jest z bazg tranzystora R2 i poprzez opornik R1 jest potgczony z drugim kon-
cem zrodia pradu BAT. Baza tranzystora T1 potaczona jest z kolektorem tranzystora T2 i poprzez
opornik R2 z pierwszym koncem zrédta prgdu BAT. Odbiornik R3 jest wigczony pomiedzy emiter tran-
zystora T2 i drugi koniec zrodta prgdu BAT, za$ styk zataczajacy SW1 taczy pierwszy koniec zrédta
pradu BAT z bazg tranzystora T2, a styk wylaczajacy SWO taczy pierwszy koniec zrédta pragdu BAT
z baza tranzystora T1.

Po zwarciu styku zataczajgcego SW1 przeptywajacy przez opornik R1 prad polaryzuje baze
tranzystora T2 wymuszajac przeptyw pradu przez opornik R2, co jest przyczyng polaryzacji bazy tran-
zystora T1, skutkiem czego po otwarciu styku zataczajgcego SW1 prad w dalszym ciggu przeptywa
przez opornik R1, co przy spolaryzowanej bazie tranzystora T2 wymusza przeptyw pradu przez od-
biornik R3. Zwarcie styku wytaczajacego SWO znosi polaryzacje bazy tranzystora T1 i odcina przeptyw
pradu ze zrodia pradu BAT do odbiornika R3.

Zastrzezenie patentowe

Tranzystorowy ukfad zatgczania przeptywu pradu sktadajacy sie ze zrédta pradu, styku zatacza-
jacego, styku wytaczajacego, opornikéw, tranzystoréw i odbiornika pradu, znamienny tym, ze emiter
tranzystora (T1) potaczony jest z pierwszym koncem zrédta pradu (BAT), jego kolektor potgczony jest
z bazg tranzystora (T2) i poprzez opornik (R1) jest potaczony z drugim koncem zrddta pradu (BAT),
baza tranzystora (T1) potgczona jest z kolektorem tranzystora (T2) i poprzez opornik (R2) z pierwszym
koncem zrédta pradu (BAT), odbiornik (R3) jest wigczony pomiedzy emiter tranzystora (T2) i drugi
koniec zrédia pradu (BAT), za$ styk zalaczajacy (SW1) faczy pierwszy koniec zrédia pradu (BAT) z bazg
tranzystora (T2), a styk wytaczajacy (SWO) tgczy pierwszy koniec zrodta pradu (BAT) z bazg tranzystora (T1).
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Rysunek
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